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【出願番号】特願2020-109828(P2020-109828)
【国際特許分類】
   Ｃ０８Ｇ  73/10     (2006.01)
   Ｃ０８Ｌ  79/08     (2006.01)
   Ｃ０８Ｋ   5/54     (2006.01)
   Ｃ０８Ｊ   5/18     (2006.01)
   Ｂ３２Ｂ  37/00     (2006.01)
   Ｂ３２Ｂ  27/34     (2006.01)
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【ＦＩ】
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   Ｃ０８Ｊ    5/18     　　　　
   Ｂ３２Ｂ   37/00     　　　　
   Ｂ３２Ｂ   27/34     　　　　
   Ｇ０２Ｆ    1/1333   ５００　
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【手続補正書】
【提出日】令和2年9月25日(2020.9.25)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
（ａ２）下記一般式（１０）：

【化１】

で示される構造単位を有するポリイミド前駆体。
｛式中、Ｘ3は４，４’－オキシジフタル酸二無水物（ＯＤＰＡ）、ビフェニルテトラカ
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ルボン酸二無水物（ＢＰＤＡ）及び４，４’－ビフェニルビス（トリメリット酸モノエス
テル酸無水物）（ＴＡＨＱ）、からなる群から選択される少なくとも１種に由来する４価
の基を表す。Ｒ1、Ｒ2、Ｒ3はそれぞれ独立に炭素数１～２０の１価の有機基を表す。ｎ
は０または１を表す。そしてａとｂとｃは０～４の整数である。｝
　ただし、前記ポリイミド前駆体において、下記式で表される構造単位を有するものを除
く。
【化２】

（式中、Ａｒは芳香族テトラカルボン酸からカルボキシル基を除いた４価の芳香族基を示
し、Ｒ5及びＲ6は独立に、炭素数２～６のラジカル重合性の不飽和結合を有する１価の有
機基を示す。）
【請求項２】
　上記一般式（１０）におけるｎが０である、請求項１に記載のポリイミド前駆体。
【請求項３】
　請求項１または２に記載のポリイミド前駆体と、（ｂ）有機溶剤と、を含有することを
特徴とする、樹脂組成物。
【請求項４】
　更に、（ｃ）界面活性剤、および（ｄ）アルコキシシラン化合物、からなる群から選択
される少なくとも１種を含む、請求項３に記載の樹脂組成物。
【請求項５】
　下記一般式（１２）：

【化３】

｛式中、Ｘ3は４，４’－オキシジフタル酸二無水物（ＯＤＰＡ）、ビフェニルテトラカ
ルボン酸二無水物（ＢＰＤＡ）、及び４，４’－ビフェニルビス（トリメリット酸モノエ
ステル酸無水物）（ＴＡＨＱ）からなる群から選択される少なくとも１種に由来する４価
の基を表す。Ｒ1、Ｒ2、Ｒ3はそれぞれ独立に炭素数１～２０の１価の有機基を表す。ｎ
は０または１を表す。そしてａとｂとｃは０～４の整数である。｝で表される構造単位を
有し、伸度が１５％以上であることを特徴とする、ポリイミド。
　ただし、前記ポリイミドにおいて、下記式で表される構造単位を有するポリイミド前駆
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体をイミド化して得られるものを除く。
【化４】

（式中、Ａｒは芳香族テトラカルボン酸からカルボキシル基を除いた４価の芳香族基を示
し、Ｒ5及びＲ6は独立に、炭素数２～６のラジカル重合性の不飽和結合を有する１価の有
機基を示す。）
【請求項６】
　支持体の表面上に、請求項３または４に記載の樹脂組成物を塗布することにより塗膜を
形成する工程と、
　前記支持体及び前記塗膜を加熱することにより、該塗膜に含まれるポリイミド前駆体を
イミド化してポリイミド樹脂膜を形成する工程と、
　前記ポリイミド樹脂膜を前記支持体から剥離する工程と、
を含むことを特徴とする、樹脂フィルムの製造方法。
【請求項７】
　前記ポリイミド樹脂膜を前記支持体から剥離する工程に先立って、前記支持体側からレ
ーザーを照射する工程を行う、請求項６に記載の樹脂フィルムの製造方法。
【請求項８】
　支持体の表面上に、請求項３または４に記載の樹脂組成物を塗布することにより塗膜を
形成する工程と、
前記支持体及び前記塗膜を加熱することにより、該塗膜に含まれるポリイミド前駆体をイ
ミド化してポリイミド樹脂膜を形成する工程と、
を含むことを特徴とする、積層体の製造方法。
【請求項９】
　支持体の表面上に、請求項３または４に記載の樹脂組成物を塗布することにより塗膜を
形成する工程と、
　前記支持体及び前記塗膜を加熱することにより、該塗膜に含まれるポリイミド前駆体を
イミド化してポリイミド樹脂膜を形成する工程と、
　前記ポリイミド樹脂膜上に素子又は回路を形成する工程と、
　前記素子又は回路が形成されたポリイミド樹脂膜を前記支持体から剥離する工程と、
を含むことを特徴とする、ディスプレイ基板の製造方法。
【請求項１０】
　下記一般式（１２）：
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【化５】

｛式中、Ｘ3は４，４’－オキシジフタル酸二無水物（ＯＤＰＡ）、ビフェニルテトラカ
ルボン酸二無水物（ＢＰＤＡ）、及び４，４’－ビフェニルビス（トリメリット酸モノエ
ステル酸無水物）（ＴＡＨＱ）からなる群から選択される少なくとも１種であり、Ｒ1、
Ｒ2、Ｒ3はそれぞれ独立に炭素数１～２０の１価の有機基を表す。ｎは０または１を表す
。そしてａとｂとｃは０～４の整数である。｝
で表されるポリイミドを含むことを特徴とする、ディスプレイ用ポリイミドフィルム。
　ただし、前記ポリイミドにおいて、下記式で表される構造単位を有するポリイミド前駆
体をイミド化して得られるものを除く。

【化６】

（式中、Ａｒは芳香族テトラカルボン酸からカルボキシル基を除いた４価の芳香族基を示
し、Ｒ5及びＲ6は独立に、炭素数２～６のラジカル重合性の不飽和結合を有する１価の有
機基を示す。）
【請求項１１】
　下記一般式（１３）：

【化７】

｛式中、Ｘ３は４，４’－オキシジフタル酸二無水物（ＯＤＰＡ）、ビフェニルテトラカ
ルボン酸二無水物（ＢＰＤＡ）、及び４，４’－ビフェニルビス（トリメリット酸モノエ
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ステル酸無水物）（ＴＡＨＱ）からなる群から選択される少なくとも１種である。Ｒ1、
Ｒ2、Ｒ3はそれぞれ独立に炭素数１～２０の１価の有機基を表す。ｎは０または１を表す
。そしてａとｂとｃは０～４の整数である。｝で表されるポリイミドを含むポリイミドフ
ィルム層と、低温ポリシリコンＴＦＴ層と、を含むことを特徴とする、積層体。
　ただし、前記ポリイミドにおいて、下記式で表される構造単位を有するポリイミド前駆
体をイミド化して得られるものを除く。
【化８】

（式中、Ａｒは芳香族テトラカルボン酸からカルボキシル基を除いた４価の芳香族基を示
し、Ｒ5及びＲ6は独立に、炭素数２～６のラジカル重合性の不飽和結合を有する１価の有
機基を示す。）
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